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Przedmiotem wynalazku jest uklad wzmacnia-
cza tranzystorowego o dyskretnej bezstykowej re-
gulacji wzmocnienia sterowany za pomoca liczni-
ka rewersyjnego. Stluzy on do automatycznej re-
gulacji poziomu w systemach *wielokrotnych pra-
cujagcych na torach kablowych, telekomunikacyj-
nych liniach napowietrznych i liniach energetycz-
nych.

Stosowane dotychczas uklady wykorzystywaly
jako elementy regulujace tlumiki zawierajace
przekazniki lub wybieraki dwukierunkowe.

Wada tych ukladéw jest stosunkowo mala pew-
no§é pracy spowodowana stykami mechaniczny-
mi, nieduza szybko$§é regulacji oraz duze gaba-
ryty. Wady te zostaly usuniete czeSciowo przez
zastosowanie -przekaZnik6w kontaktronowych ale
i te urzadzenia sg trudne do miniaturyzacji oraz
wymagajg znacznych mocy wzbudzenia.

Nowoczesne rozwigzania wzmacniaczy o dys-
kretnej regulacji wzmocnienia wykorzystuja w
charakterze elementu regulacyjnego termistor po-
§rednio zarzony, umieszczony w petli sprzezania
zwrotnego i wymagaja dodatkowych ukltadéw
przyS$pieszajgcych proces regulacji.

Celem wynalazku jest opracowanie prostego
technicznie uktadu bezstykowej dyskretnej regu-
lacji wzmocnienia.

Cel ten zostal osiagniety przez zastosowanie w
obwodzie sprzezenia zwrotnego i obwodzie obcig-
zenia wzmacniacza tranzystorowego, dolgczanych
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dodatkowo opornikéw. Oporniki te sg dolgczane
za pomocg tranzystoréow Kkluczujacych, sterowa-
nych w sposéb dyskretny przez licznik rewersyj-
ny.

Wynalazek zostanie blizej objasniony na przy-
kladzie wykonania, przedstawionym na rysunku,
na ktérym fig. 1 przedstawia schemat tranzysto-
rowego wzmacniacza regulowanego o dyskretnej
regulacji wzmocnienia, a fig. 2 schemat zastoso-
wanego ukladu tranzystoréw kluczujgcych.

Sygnal wejsciowy zostaje podany na zaciski wej-
§ciowe wzmacniacza 1—0. Wzmacniacz jest zbu-
dowany na tranzystorze Tr. Do opornika obcigze-
nia Ry tranzystora Tr oraz do opornika sprzezenia
zwrotnego R, dolacza si¢ réwnolegle, przy pomo-
cy tranzystoré6w kluczujacych Tkl — Tkll i Tel —

Te,, oporniki R, — R, i R, — R, oddzielone

galwanicznie odpowiednio kondensatorami Ck1 —
Ckni Cel
bocznikujgcych opornik
sza emiterowe sprzezenie zwrotne powodujac tym
samym wzrost wzmocnienia wzmacniacza, a do-
taczenie opornikow R'kl Rkn bocznikujacych
opornik kolektora Ry powoduje zmniejszenie
wzmocnienia wzmacniacza. Odlgczenie opornikéw
Rel — Rell powoduje zmalenie wzmocnienia a
odlgczenie opornikéw Rkl —

. Dolgczente opornikéw R, — R,

zmniej-

C o
emitera R,

Rkn wzrost wzmoc-

nienia.
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Uklad tranaystoréw kluczujgcych T"l — Tkll i
Tel — T, jest polaczony zaciskami K; — K, i
E , —E, z poszczegélnymi komérkami licznika
rewersy jnego.

Zaciski (k) i (e) ukladu tranzystoréw Kkluczuja-
cych s3 dolaczone odpowiednio do kolektora i e-
mitera tranzystora wzmacniajgcego Tr. WyjSciem
wzmacniacza sg zaciski 2—0. Bateria zasilajgca
jest dolgczona do zaciskéw -+ Ue + — Ue. Wartos-
ci poszczegblnych elementéw s3a okre§lone przez
wspotczynniki rozwiniecia binarnego wymaganej
zmiany wzmocnienia.

Ilos¢é zespoléw kluczujgcych okresla liczba sta-
néw wzmocnienia wzmacniacza o dyskretnej zmia-
nie wzmocnienia. Na przyklad dla wzmacniacza
o 128 stanach wzmocnienia ilo§¢ zespoldéw klu-
czujgcych wynosi 7. Opisane uklady mogg byé
tgczone kaskadowo, co zwieksza zakres i doklad-
no$é regulaciji.

Opisany uklad umozliwia zastosowanie daleko
posunietej miniaturyzacji oraz eliminuje przelg-
czajace elementy stykowe przez co zapewnia du-
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z3 pewno$¢ pracy i zmniejsza znacznie catkowity
pobér mocy ze zrédla zasilania.

Zastrzezenia patentowe

1. Ukiad wzmacniacza tranzystorowego o dys-
kretnej bezstykowej regulacji wzmocnienia
znamienny tym, ze do opornikéw w kolekto-
rze (Ry,) i emiterze (R,) tranzystora wzmacnia-
jacego (Tr) dolagczone sa réwnolegle oporniki
Ry, — Rkn i Ry — R, ) przez tranzystory
czujgce (Tkl — Tk,, i Te, — 'l‘ell ).

2. Uklad wedlug zastrzez. 1 znamienny tym, Ze
tranzystory kluczujgce (Tkl,_Tkn iTe, — ell)
sa dolgczone zaciskami sterujacymi (K; — K,
i E; — E;) do poszczegbélnych komérek liczni-
ka rewersyjnego.

3. Uklad wedlug zastrz. 1 i 2 znamienny tym, Ze

réwnolegle oporniki (R, — Ry i R, — R, )

sa galwanicznie oddzielone kondensatorami

(Coq —C,, 1Cy —C )

fig-2
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